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This report describes the outline of the “polygonal barrel-plasma chemical vapor deposition (CVD) 
method” and its units in detail. This method is embodied as a new particle surface modification system 
consisting of 5 parts: 1) a gas-supply unit, 2) a vacuum chamber unit (including gas shower and barrel 
electrodes), 3) a radio frequency (RF) power supply unit (including matching box), 4) a vacuum pumps, 
and 5) a control unit. In this method, a hexagonal barrel containing particles is rotated or oscillated during 
plasma CVD, leading to the efficient and uniform surface modification of individual particles with various 
materials, especially carbon and metal oxides. In addition, the film thicknesses of the deposited materials 
can be controlled very easily by changing the RF power and treatment time. Thus, the polygonal 
barrel-plasma CVD method allows controllable surface modification of particles and is useful for research 











































2. 多角バレルプラズマ CVD 法の装置
構成と詳細 








































































Figure 2 ガス供給系の概略図 









内部が 6 角形に加工されている。 
 ここでプラズマ発生までの手順の概略を











2-3. RF 電源系 
 多角バレルプラズマ CVD 装置では、RF 電源とともにプラズマを安定化させるマッチングボッ
クス（NM1A250K-01、ノダ RF テクノロジーズ）が採用されている（Figure 7）。しかし、従来の
マッチングボックスでは、バレル内壁への微粒子付着を防止するための打刻操作に起因するイン
ピーダンスの細かいずれに対処できず、プラズマが不安定化した。そこで、マッチングボックス
Figure 5 (A) バレル電極と(B) 6 角バレルの写真 
電極部 200 mm 









































250 kHz の RF 電源（NR1P250K-01（最大出力 1000 
W）、ノダ RF テクノロジーズ）を用いている[37]。 
 
2-4. 真空排気系 
 本装置では真空排気を行うために、Figure 8 に示
す 3 種類の真空ポンプ（A: ロータリーポンプ（RSV 






 Figure 9 は装置を制御するタッチパネルを示して
いる。この図において、(A)～(C)はそれぞれガス流
























Figure 9 装置制御用タッチパネル（A: ガス
供給系、B: RF 電源系（処理時間を含む）、
C: 真空排気系） 
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